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1. Ett ett diskret L-anpassningsnat enligt figuren nedan (X och B) har féljande S-

parametrar vid 2.5GHz:

$= [ 0.71£90°

0.712 —90° 0.71490°]
0.71290°

Port 1

Port 2 vid matning
|

a) Ta fram komponentvardena for L-nétet utifran S-parametrarna vid 2.5 GHz
b) Berdkna return loss” (RL) sett fran port 1 for anpassningsnatet da lasten
Z_ = 16 - j47 Q ansluts enligt figuren ovan

(4p)

2. En forstarkare med minst 20 dB forstarkning, och en brusfaktor pa maximalt 2 dB,
vid 4 GHz skall designas. Tre olika transistorer finns att vélja mellan:

Transistor 1

s=[0800 0 1
52180° 0.62£90°
min = 2 dB
R,=50 Q

Topt = 0.8290°

Transistor 2

_[09200° 0]

4,180° 0.8£90°
Fmin = 1 dB
Rn,=50 Q

Topt = 0.92 — 90°

Transistor 3

_ [0.9290° 0 ]

~ 122180° 0.82£90°
min =1 dB
R,=50Q

Topt = 0.92 — 90°

a) Uppfyller nagon av transistorerna specifikationen? Motivera ditt val!
b) Vilj I's och I'. fér vald transistor sa att specifikationen uppfylls
c) Tafram ett diskret L-anpassningsnat for ingangen

(4p)

3. En forstarkare skall designas vid 2 GHz. Transistorns datablad ger dig foljande:

Fmin = 1 dB, Rn = 50 Q, ropt = 044900

|

0.74 —-90° 0.0440°]
34£180°  0.5£90°

a) Bestdm I's och I'L som maximerar forstarkningen
b) Ta fram ett enkelstubbanpassningsnat for ingangen

c) Berdkna forstarkning samt brusfaktorn for forstarkaren

(4p)



4. En linjar effektforstarkare ska designas vid 3GHz med en uteffekt pa minst 0.5 W
vid 10 V matningsspanning. Nedan finns load-pull konturer vid 3 GHz (Pmax
=0.6 W, steg 0.1 W), S-parametrar vid den anvanda in-effekten, samt I\VV-data.
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a) Bestdm I's och I'L som uppfyller specifikation
b) Ta fram ett valfritt anpassningsnat for utgangen
c) Markera arbetspunkten for forstarkaren i 1\VV-diagrammet

(4p)

5. En mottagare skall designas dar antennen foljs direkt av en nedkonverterande
blandare enligt figuren nedan.

Blandare IF-Amp

Blandaren skall designas med hjalp av en diod som har foljande karakteristik:
vy = 0.1vy, + 0.5v7,
Fyiandare = 3 dB, Lpianaare = 6 dB

Pa blandarens IF-port skall sedan en IF forstarkare anslutas med foljande
specifikation:
GIF = 10dBIFIF = ZdB

Antennens dampning ar 0.1 dB, och hela mottagaren har temperaturen To = 290K.

a) Berakna och rita upp spektrumet (positiva frekvensplanet) for utsignalen fran
blandaren nar den drivs med signalerna wLo och ®rr
b) Vad blir forstarkning samt brusfaktor for hela mottagaren?

(4p)
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